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【緒言】高周波プラズマ化学気相析出(RFPECVD)法は水素化アモルファス炭素膜(a-C:H)を
合成する方法の一つである。RFPECVD プロセス中に負バイアス印加することにより異なる

構造を有する a-C:H 膜が合成される。特に、0.1～0.5 kV 程度の負バイアス電圧を定常的に

印加することより a-C:H 膜の構造がポリマー状からダイヤモンド状へ変化することがわか

っている 1)。本研究では、RFPECVD 法で合成した a-C:H 膜の構造がパルスバイアス電圧に

対してどのように変化するかを調査した。 
【実験方法】a-C:H 膜は、高周波プラズマ CVD 法で単結晶(100)シリコンウエハ基板上に合

成した。原料としてベンゼン(和光純薬製 >99%)、キャリアガスとして高純度アルゴン(純度

99.9999%)を用いた。CVD チャンバ内ではダイオード高周波電極にて周波数 13.56 MHz、RF
電力 20 W でグロー放電を発生させ、原料ガスを分解した。ガス流量 15 cm3/min、圧力 0.1 Torr
の条件で a-C:H 膜を 15 分間合成した。合成時に基板側に負パルスバイアス電圧を 0~0.5 kV
印加した。パルスバイアス電圧に対する試料の硬さをピコインデンター法、真密度を X 線

反射率(XRR)法で評価した。 
【結果と考察】Figure 1 に負パルスバイアス電圧に対する a-C:H 膜の真密度と硬さの関係図

を示す。負パルスバイアス電圧が 0.0-0.5 kV に増加するに従って、a-C:H 膜の真密度は

1.18-1.73 g/cm3 、 HV 硬 さ は

203-1531 に増加した。HV 硬さは

負バイアス電圧 0-0.05 kV と 0.30 
-0.40 kV の間で急激に増加するこ

とが確認された。さらに、真密度

は負バイアス電圧 0.05 kV、0.1、0.2、
0.30、0.4 kV において段階的に変化

が 確 認 さ れ た 。 こ れ よ り 、

RFPECVD 法において、負パルス

バイアス電圧の増加により、a-C:H
膜の硬さと真密度は段階的に変わ

ることで、膜構造も段階的に変化

したと予想される。 
 

Fig.1. Relationship between true density, hardness and bias voltage 
of obtained a-C:H films. 
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